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【手続補正書】
【提出日】平成20年1月23日(2008.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置の製造中における半導体ウエハの化学的機械的平坦化（ＣＭＰ）後の半導体
ウエハの洗浄のための組成物であって、
　（ａ）クエン酸アンモニウムを含む洗浄剤、および
　（ｂ）アスコルビン酸およびシステインを含む腐食防止化合物
を含む組成物。
【請求項２】
　界面活性剤をさらに含む請求項１に記載の組成物。
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【請求項３】
　前記界面活性剤が、（ａ）ノニオン系界面活性剤、（ｂ）アニオン系界面活性剤、（ｃ
）カチオン系界面活性剤、（ｄ）双性イオン系界面活性剤、（ｅ）両性界面活性剤および
（ｆ）それらの混合物からなる群の中からから選ばれる請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　希釈剤をさらに含む請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　半導体装置の製造中における半導体ワークピースの化学的機械的平坦化（ＣＭＰ）後に
半導体ワークピースを洗浄するための方法であって、
　（ａ）半導体ワークピースであって、
　　（ｉ）銅を含む金属ライン、
　　（ｉｉ）（ａ）Ｔａ、（ｂ）ＴａＮ、（ｃ）Ｔｉ、（ｄ）ＴｉＮ、（ｅ）Ｗおよび（
ｆ）ＷＮからなる群の中から選ばれる物質を含むバリヤー物質、および
　　（ｉｉｉ）誘電体
を含む半導体ワークピースを提供する工程、
　（ｂ）前記半導体ワークピースを、洗浄溶液であって、
　　（ｉ）クエン酸アンモニウム、および
　　（ｉｉ）アスコルビン酸およびシステインを含む腐食防止化合物
を含む洗浄剤を含む洗浄溶液と接触させる工程
を含む方法。
【請求項６】
　前記洗浄溶液が、界面活性剤をさらに含む請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記界面活性剤が、（ａ）ノニオン系界面活性剤、（ｂ）アニオン系界面活性剤、（ｃ
）カチオン系界面活性剤、（ｄ）双性イオン系界面活性剤、（ｅ）両性界面活性剤および
（ｆ）それらの混合物からなる群の中からから選ばれる請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記洗浄溶液が、希釈剤をさらに含む請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記洗浄溶液が、約２～約６のｐＨを有する請求項５に記載の方法。
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